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はじめに これまで我々は、縦型 p-n 接合ダイオードにおいて、貫通転位密度(TDD)の増加により

オン抵抗が増大し、電流が減少することを報告してきた１,2）。今回はブレークダウン時の p-n ダイ

オード破壊位置と貫通転位との関係性について評価したので報告する。 

実験 基板はサイオクス製の低 TDD(≒4×105 cm-2)基板 (名称: maskless 3D (M-3D))を用い、同基板

上にバッチ式 MOVPE 炉で p-n 接合エピ層を成長した。設計耐圧は 1.5～2 kV とした。メサの直

径は 90 m、アノード電極の直径は 60 m とした。メサを形成後表面の CL 観察を行い、転位の

位置とブレークダウン後の破壊位置を照合した。 

結果 図 1 にメサ形成後の表面 CL 像とブレークダウンによる破壊後のダイオード表面光学顕微

鏡像を示す。M-3D 基板では、直径 90 m の領域内の平均転位個数は十数個程度であり、転位の

位置と破壊位置の照合が容易となった。図 1 に示したメサ端付近に転位が存在するダイオードも

含め、評価を行ったほとんどのダイオードで転位上での破壊は観察されなかった。図 2 に耐圧の

転位個数依存性を示す。比較のため、従来の VAS 基板上に同時成長・作製した p-n ダイオード評

価結果も同時に示した。転位密度とブレークダウン電圧の間に相関は見られず、転位密度に関係

なく耐圧はほぼ一定の値となった。この結果は、貫通転位は破壊や耐圧の観点でブレークダウン

に影響を及ぼさないということを示唆していると考えられる。 
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Fig. 1.  (a) CL image of the diode after mesa 

etching. (b) Optical image of a destroyed 

diode by reverse I-V measurements. 

Fig. 2. Variations of VB against the number of 

dislocations under the anode electrode for 

all of the measured p-n diodes. 
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